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はじめに 

層状物質である二硫化モリブデン(MoS2)は

表面積対体積比が非常に高いため、測定対象へ

の敏感な反応が必要なセンサデバイスとして

の応用が期待される。MoS2 の化学気相成長法

(CVD)による合成の条件として、モリブデン供

給源と MoS2 を成膜するシリコン基板(ブラン

ク基板)の距離が重要である。本研究では、Mo

酸化物薄膜とシリコン基板を張り合わせた構

造で化学気相成長(CVD)を行うことによって、

安定した条件でのMoS2の成膜を試みた。 

実験方法 

MoO3の供給元となる基板は、1 cm角の酸化

膜付きシリコン基板に対してスパッタリング

法によりMoO3を 22W, 4Paの条件で 2h製膜し

8 nm堆積させることで作製する。続いて、CVD

合成を行う。ムライトの燃焼ボート上に、MoO3

供給元基板を配置した。この基板に対して、鏡

面を下にした酸化膜付きシリコン基板（ブラン

クシリコン基板）を配置した(図 1(a))。管状炉

の石英管内に硫黄を含む燃焼ボートと基板を

配置した燃焼ボートを配置し、Ar ガス雰囲気

化においてそれぞれ 150℃, 750℃の条件で加熱

した(図 1(b))。昇温は 20℃/minで行い加熱後は

自然冷却を行った。 

実験結果 

作製した基板の光学顕微鏡像を図 1(c)に示

す。ブランクシリコン基板上にMoS2の特徴で

ある三角形状の結晶が確認された。粒径は約

10 µmであった。MoS2は 1 cm角のシリコン基

板の端に(中央に比べて)多数確認された。これ

は、基板の面対面配置により硫黄の供給量が制

限されているためと考えられる。作製した

MoS2の PL スペクトルを図 2 に示す。発光し

たピーク波長は 678 nmであった。この波長は、

単層 MoS2 の直接遷移型のバンドギャップ

1.8eVに相当し、CVD合成において単層MoS2

が合成されていると推測される。 

 

 

(a) 基板の配置 

(b) 管状炉の模式図 

(c) 作製した MoS2 の光学顕微鏡像 

図 1  MoS2 の作製方法 

 

 

図 2 作製したMoS2の PLスペクトル 
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